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Модифицирование поверхности полупроводниковых оксидов наночастицами серебра представляет интерес для создания новых материалов, обладающих сенсорной чувствительностью в температурном интервале 25 – 200 ºC. Поверхностный плазмонный резонанс, наблюдаемый для наночастиц серебра, может позволить заменить термический нагрев активацией видимым светом. Кроме того, введение наночастиц серебра в полупроводниковую матрицу может повысить селективность сенсорного элемента за счет протекания специфических химических реакций с газовой фазой. 
В качестве матрицы сенсора на начальном этапе были выбраны оксид цинка (Eg = 3,36 эВ) и оксид индия (Eg = 2,8 эВ) – прозрачные полупроводниковые оксиды с n-типом проводимости. Модификация проводилась путем восстановления серебра на поверхности оксидов из нитрата под действием УФ-излучения. С помощью рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализов было определено наличие кристаллической фазы серебра, область когерентного рассеяния и содержание элементов в образцах (табл. 1). 
Таблица 1 – Параметры образцов

	Образец
	ОКР оксида
	ОКР Ag
	ω(Ag)мольн.
	Сигнал на синий свет
	Сигнал на зеленый свет
	Сигнал на красный свет

	ZnO
	19 нм
	–
	–
	–
	–
	–

	ZnO+Ag
	19 нм
	20 нм
	8,55%
	–
	–
	–

	In2O3
	10 нм
	–
	–
	69
	73
	23

	In2O3+Ag
	10 нм
	41 нм
	2,6%
	18
	34
	24


Сенсорные свойства чистых оксидов и модифицированных серебром по отношению к угарному газу и аммиаку исследованы методом измерения электропроводности in situ. Обнаружено, что введение наночастиц серебра оказывает противоположное влияние на величину электрического сопротивления ZnO и In2O3 на воздухе. Отмечено, что величина сигнала значительно выше у модифицированных оксидов ZnO+Ag и In2O3+Ag. 

Сенсорные свойства чистого In2O3 и модифицированного серебром исследовались по отношению к NO2 при подсветке синим, зеленым и красным светом. При облучении светом проводимость образцов повышалась. Высокое электросопротивление не позволяет изучать сенсоры на основе ZnO при комнатной температуре. Наибольшее значение фотоотклика наблюдается при облучении синим светом чистого оксида индия, наименьшее значение – при облучении красным светом. В случае модифицированного оксида фотоотклик на синий свет выше, чем на красный, минимален отклик на зеленый свет, величина фотоотклика ниже в сравнении с чистым оксидом. Сенсорный сигнал, представляющий собой отношение сопротивления в газе к сопротивлению на воздухе, наибольший для обоих образцов при зеленой подсветке. Отмечено повышение чувствительности при красной подсветке на модифицированном оксиде индия, но порядок величины сигнала в два раза меньше в сравнении с чистым оксидом индия.

